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有機デバイスに必然的に存在する界面を積極的に制御することでデバイスの高性能化を図ることができ

る。ここでは、我々の得た知見を基にいくつかの例を紹介する。 

有機デバイスは塗布製膜できる特徴があり、有機トランジスタ(OFET)を塗布製膜した場合、ボトムゲー

ト構造とトップゲート構造では異なったトランジスタ特性が得られる場合がある。ボトムゲートの場合に

は有機半導体の結晶性向上（高移動度化）のため撥水性処理したゲート絶縁膜上に有機半導体を塗布する

必要があり、撥水処理に時間がかかる上、塗布製膜を行う際には工夫が必要である。一方、ボトムゲート

では濡れ性の良い基板上に有機半導体を塗布し、その上にゲート絶縁膜を塗布して OFET を形成できる。

従って、チャネルは有機半導体溶液／気体界面において凝集した有機半導体となり、塗布型有機半導体の

表面凝集構造は撥水性の高いゲート絶縁膜上に形成した有機半導体と同様な結晶性の良い構造が得られる 

[1]。このため、トップゲート構造では、製膜は容易で、移動度の高い OFET が作製可能である [1]。

2,7-didodecyl[1]benzothieno[3,2-b] [1]benzothiophene (C12-BTBT) toluene:p-xylene混合溶液を塗布することで有

機半導体層を製膜し、その上に CYTOPゲート絶縁膜を塗布した OFETの飽和領域から電界効果移動度を求

めると 9.7 cm2/Vsとなり、塗布型、多結晶有機半導体でも IGZOと同程度の移動度を示した。 

フレキシブル基板上に有機発光ダイオード(OLED)を形成する場合には、フレキシブル基板のガスバリア

性がガラス基板より劣るため、陰極に反応性が高い Ca、Ba ではなく金属酸化物を用いる逆構造 OLED 

(iOLED)が重要となる [2]。ZnOなどの金属酸化物上に数 nmの polyethyleneimine (PEI)を塗布し、有機半導

体への電子注入障壁を低下させることが可能である[3]。Al-doped ZnO (AZO)/PEI/poly(9,9-dioctylfluorene-alt- 

benzothiadiazole) (F8BT)/MoO3/Al構造で内蔵電位を測定することにより実際に動作している iOLED で電子

注入障壁の低下を確認することができた。加えて、PEI には、AZO の表面状態のパッシベーション、正孔

のブロック、励起子のブロックなどの機能があることを示しめすことができた。ZnO/F8BT/poly(9,9- 

dioctylfluorene-co-N-(4-butylphenyl)-diphenylamine) (TFB)/MoO3/Au構造の特性[4]と比較すると、PEIにより

電子注入性が向上することで、AZO/PEI/F8BT/TFB/MoO3/Al構造では大幅に特性が向上し、輝度 22,300 cd/m2、

電流効率 11.2 cd/Aを得ることができた。 

PEI を iOPV に用いると上記の PEI の機能から、シャント抵抗、短絡光電流、開放起電力などが増大し、

結果として電力変換効率が向上すると期待できる。実際、Ga-doped ZnO (GZO)/ poly-[[4,8-bis[(2-ethylhexyl) 

oxy]benzo[1,2–b:4,5–b’]dithiophene-2,6-diyl] [3-fluoro-2-[(2-ethylhexyl) carbonyl]thieno[3]thiophenediyl]] (PTB7): 

[6,6]-phenyl C71butyric acid methyl ester (PC71BM) /MoO3/Al 構造有機太陽電池(OPV)の電力変換効率は、PEI

を挿入してGZO/PEI/PTB7:PC71BM/MoO3/Al構造 OPVとすることで、6.27%から 7.51%に増大することを見

出した。 
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